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Respostas a 1a Lista de Exercícios.

Respostas:
a) EF = 6,7 eV
b) vF = 1,5 x 106 m/s
c) vd = 7,8 x 10-4 m/s
a) Tipo n.
b) n = 6,25 x 1016 cm-3
c) Silício.
a) EF – Ei = 0,53 eV
b) ρ = 7,2 x 10-4 (.m
c) Nd = 4,7 x 1017 cm-3
a) no = 1,25 x 1010 cm-3, po = 5 x 1016 cm-3
b) EF – Ei = -0,2 eV
c) T = 778,6 K
d) Não.
a) R = 4,3 k(
b) R =  258 (
c) Nd = 1,6 x 1016 cm-3
d) R = 10(
a) A taxa é -36(/oC
b) R = 130 (






















































